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Pré-Requisitos

Nao ha exigéncia formal de pré-requisitos. Recomenda-se, entretanto, que o
aluno tenha completado os cursos de termodinamica, eletromagnetismo e
estrutura da matéria.

Ementa

Deposicado de filmes por evaporacdo térmica. Evaporacdo e efuséao.
Fontes de vapor. Condensacado, nucleacdo e crescimento de filmes.
Crescimento epitaxial. Deposicao por sputtering. Fundamentos do efeito
de sputtering. Plasmas dc e rf. Sputtering reativo. Deposi¢cdo por
plasmas de compostos quimicos (PECVD). Tecnologia de vacuo
aplicada aos sistemas de deposicdo. Caracterizacdo de filmes de
metais, ligas, compostos e semicondutores por: espectroscopias de
Rutherford (RBS), de fotoelétrons (XPS) e de absorcdo de raios-X
(XAS); difracdo de elétrons de baixa e alta energia (LEED e HEED);
microscopias eletrobnicas de varredura (SEM) e transmissao (TEM);
microscopias de tunelamento e forca atdbmica (STM) e (AFM); medidas
de resistividade pelo método das quatro pontas; magnetometria;
interferometria; perfilometria e nanoidentacéo.

Objetivos

O conhecimento dos processos de sintese de filmes finos, suas
propriedades e técnicas de investigacdo € fundamental para cientistas e
tecnologos, considerando que parte significativa da atividade cientifica
atual é voltada para materiais na forma de filmes.



Programa

Sub-titulo da disciplina: Introducéo a Ciéncia e Tecnologia de vacuo
Serdo abordados o0s seguintes temas:

1) Deposicao de filmes por evaporacao térmica;

2) Evaporacao e efusao;

3) Deposicao por sputtering;

4) Plasmas DC e RF;

5) Deposicdo a plasma de compostos quimicos;

6) Condensacéo, nucleacédo e crescimento de filmes;

7) Caracterizacdo de filmes por: métodos Opticos, elétricos,
magneéticos, nanoindentacdo, espectroscopias de elétrons e de
ions, raios-X, difracdo de elétrons, microscopias eletrbnicas e de
forca atbmica e tunelamento.
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Critérios de Avaliacao
Duas provas. Uma durante o semestre e outra no final. A nota final sera a
média das duas provas.

Observagoes



